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GOA型TFTLCD产品ShortingBarTesting
工序烧伤现象研究

刘志军∗

(广州航海学院 船舶工程系,广东 广州５１０７２５)

摘要:GOA型TFTLCD产品ShortingBartesting工序烧伤现象严重,针对把根源归结为ShortingBarTesting工序测试参

数电压过高的假设,设计一个Source电压远高于理论测试电压的测试波形,分别以高压值参数和理论值参数对样品进行测

试,结果发现两种情况下烧伤概率一样;针对把根源归结为ShortingBartesting工序驱动程序启动瞬间冲击烧伤的假设,在
测试驱动板上每个测试信号输入口加一个限流器,用加限流器和没加限流器的测试治具分别对样品进行测试,结果发现两

者烧伤概率一样;针对把根源归结为静电击伤的假设,在ShortingBartesting工序增加防静电措施,分别在改进前后的测试

环境对样品进行测试,发现改进后未出现烧伤现象.可见出烧伤现象的根源在于静电,而非其他原因.
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Abstract:DieburnprobabilityofGOATFTLCDproductisveryhighinshortingbartesting．Testing
waveformswithhighersourcevoltagethanthetheoryweredesigned．Testingsamplesweretestedin
twotestingwaveformsrespectively．Experimentalresultsshowedthatdieburnsprobabilityissamein
twotestingwaveforms．Acurrentlimiterisaddedoneachtestingsignaloutputoftestingdriving
plate．Testingsamplesweretestedontwotestingfixturesrespectively,oneloadedcurrentlimiter,

theothernot．Experimentalresultsshowthatdieburnsprobabilityisalsosame．AntiＧstaticmeasures
hadbeenusedtoashortingbartestingfixture．TestingsamplesweretestedontwoshortingbartesＧ
tingfixtures,onewithantiＧstaticelectrostaticmeasure,theothernot．Experimentalresultsshow
thatdieburnsprobabilityiszerousingtheantiＧstaticelectrostaticfixtures．ResultofthreeexperimenＧ
talshowedthattherootcauseofdieburnisElectroＧStaticdischarge．
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１　引　　言

GOA TFT LCD(GOA:GateDriveICon
Array)是近年 TFTLCD的一种新类型,其把驱

动液晶 Gate信号的IC直接刻蚀在液晶面板上,
省去了 GateDriveIC的成本和把IC绑定在液晶

面板上的工序,更重要的是由于 GateDriveIC与

液晶面板为一个整体,使得产品更薄、分辨率更

高、稳定性和抗振性更好.目前,GOATFTLCD
已经成为移动终端业的主流,智能手机几乎都使

用这种液晶面板.ShortingBarTesting是 GOA
TFTLCD生产过程中的一道重要的测试工序,

ShortingBarTesting原理是从面板上专门的测

试线路注入测试信号把面板点亮,通过控制测试

程序产生一些简单的测试画面[１Ｇ３],如果面板存在

缺陷(如黑点、彩点、划线和灰度不均等),缺陷就

会在这些画面显示出来,再由人工或者缺陷自动

检测系统把不良面板检测出来,保证不合格的产

品不进入下道工序———IC绑定[４Ｇ６],避免不必要

的IC、FPC 和 ACF 等材料的浪费,提高 GOA
TFTLCD产品的合格率、降低物耗成本.GOA
TFTLCD产品由于高分辨率,超薄的特征,使得

面板上线路间的空间距离非常小[７],线路间的绝

缘层很容易被电击穿,而出现“烧伤”现象.有厂

家把问题归结为ShortingBarTesting测试参数

电压过高;有厂家把问题归结为 ShortingBar
Testing 测试时驱动程序启动瞬间的冲击;有厂

家把问题归结为静电击伤.究竟是什么原因导致

该问题,一直困扰着业界,只有找到问题的根源,
才可能找到应对的策略.

本文针对把根源归结为 ShortingBarTesＧ
ting工序测试参数电压过高的假设,设计一个

Source电压远高于理论测试电压的测试波形,分
别以高压值参数和理论值参数对样品进行测试,
结果发现两种情况下烧伤概率一样;针对把根源

归结为ShortingBartesting工序驱动程序启动

瞬间冲击烧伤的假设,在测试驱动板上每个测试

信号输入口加一个限流器,用加限流器和没加限

流器的测试治具分别对样品进行测试,结果发现

两者烧伤概率一样;针对把根源归结为静电击伤

的假设,在ShortingBartesting工序增加防静电

措,分别在改进前后的测试环境对样品进行测试,
发现改进后未出现烧伤现象.

２　烧伤现象

图１为 GOATFTLCD的总制程[３],模组制

程最后工序为模组电性能测试,GOA TFTLCD
产品的缺陷基本在该工序被检测出来.图２为某

GOATFTLCD产品模组电性能测试检测出烧

伤现象后进行镜检的显微图像,从图２可以发现

烧伤把 GOATFTLCD基板上相邻电路间的绝

缘层烧掉而导致线路间短路,这两根线路一根是

Source线;另一根是 Vcom 线.镜检结果表明烧

伤现象都集中在一点.既然是烧伤,很显然需要

图１　GOATFTLCD的总制程

Fig．１　TotalprocessofGOATFTLCD
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热能量(电能),然而在模组测试之前,除“ShorＧ
tingBartesting”工序,其他工序未上电(目前线

代的面板产品显示区的断、短路defect概率较低,
面板原厂省去 Arraytesting工序,而以“Shorting
Bartesting”工序替代),因此各个厂家都把责任

归结为“ShortingBartesting”工序.有厂家把问

题归结为ShortingBarTesting测试参数电压过

高;有厂家把问题归结为ShortingBartesting测

试时驱动程序启动瞬间冲击烧伤;有厂家把问题

归结为静电击伤.
这里提出几个疑问:(１)确实是ShortingBar

testing导致的吗? (２)如果是ShortingBartesting
导致的,究竟是ShortingBartesting的什么原因导

致的? 对此,需要通过实验一一验证/排除.

图２　GOATFTLCD产品烧伤现象显微图像

Fig．２　GOATFTLCDproductdieburnphenomenonmiＧ
croscopicimage

３　实验设计

因为整个 GOATFTLCD制程涉及工序很

多,先假定烧伤现象就是ShortingBarTesting导

致的,问题就简化为如果是ShortingBarTesting
导致的,究竟是ShortingBarTesting什么原因导

致的? 是ShortingBarTesting测试参数电压过

高烧伤,还是ShortingBarTesting测试时驱动程

序启动瞬间冲击烧伤,或是静电击伤.对此分别

设计实验进行验证.实验环境一致,相对湿度:

３０％;温度:２５℃.以下设计的３个实验的变量

集中在ShortingBarTesting测试治具.

３．１　ShortingBarTesting测试参数电压过高烧

伤验证实验

板的理论测试波形源自SO８OA３型产品的

ShortingBar规格书,OLED 面板样件源于模组

产品电性能测试工序检测出的不良品,再卸掉

IC、FPC和 ACF等,由于实验样本源自成品模组

电性能测试工序的不良品,其缺陷的类型和位置

都已经标定,对样品进行镜检,把出现烧伤现象的

样品去除,确保测试样品 １００％ 未烧伤;数量:

２７４９片;检测仪器:OLED 电性能测试波形发生

仪器,为本研究团队开发的 TFTLCD电性能测试

波形自动发生仪(专利号:ZL２００９２００５２０７９􀆰７).图３
为测试过程测试对象在测试治具上测试的实

物图.
实验结果:表１为镜检结果,由表１可见增加

Source与 Vcom 压差没有提高烧伤概率.因此

可以判定烧伤现象产生的根源不在于测试参数电

压过高而烧坏玻璃.

表１　两种测试参数对产品影响烧伤镜检结果

Tab．１　Productdieburnmicroscopicexaminationresultoftwokindsoftestingparameters

厂家 昆山龙腾 上海天马 深超光电

型号 C０６０SWZ１Ｇ１ TM０５０YYSA０１ CD０４０JN１３

ShortingBarTesting
参数类型

规格书规定

测试参数

增大Source与

Vcom压差

规格书规定

参数

增大Source与

Vcom压差

规格书规定

参数

增大Source
与 Vcom压差

测试样品数/片 ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ ５００

镜检烧伤数/片 １６ １５ ２０ ２０ １７ １８

烧伤比率/％ ３􀆰２ ３􀆰０ ４ ４ ３􀆰４ ３􀆰６

３５第１期 　　　刘志军:GOA型 TFTLCD产品ShortingBarTesting工序烧伤



(a)C０６０SWZ１Ｇ１型规格书测试波形

(b)C０６０SWZ１Ｇ１型Source与 Vcom压差增大测试波形

图３　ShortingBarTesting具体参数设定

Fig．３　Detailedparametersettingofshortingbartesting
process　

３．２　ShortingBarTesting驱动程序启动瞬间电

流冲击烧伤验证实验

实验原理:如果问题的根源在于测试驱动程

序启动瞬间电流冲击导致线路间绝缘层击穿,则

如果在测试驱动板上每个测试信号输入口加一个

限流器,必然不存在测试信号在测试驱动程序启

动瞬间电流过大而导致烧伤现象,以此Shorting
BarTesting测试驱动板进行ShortingBarTesＧ

ting工序,测试对象将不出现烧伤现象,或者烧伤

概率降低.因此,设定两套ShortingBarTesting
驱动板,一套在测试驱动板上每个测试信号输入

口加一个限流器,一套不加限流器.分别用两套

测试驱动板对实验样品(各５００片)进行Shorting
BarTesting,再对测试过的样品进行镜检,如果

加限流器后进行ShortingBarTesting能避免或

降低烧伤率,则认为问题的根源之一在于测试驱

动程序启动瞬间电流过大的冲击,否则认为与测

试驱动程序启动瞬间电流冲击无关.

实验样品:与ShortingBarTesting测试参数

电压过高烧伤验证实验一致.

测试参数见图３(a).

实验结果:表２为ShortingBarTesting工序

后的实验样品的镜检结果,由表２可见增加限流

器没有降低烧伤概率.因此可以判定烧伤现象产

生的根源不在于ShortingBartesting驱动程序

启动瞬间电流冲击而烧坏玻璃.

表２　加限流器前后产品烧伤现象镜检结果

Tab．２　Resultsofproductdieburnmicroscopicexaminationwithcurrentlimiterorno

厂家 昆山龙腾 上海天马 深超光电

型号 C０６０SWZ１Ｇ１ TM０５０YYSA０１ CD０４０JN１３

是否加限流器 不加限流器 加限流器 不加限流器 加限流器 不加限流器 加限流器

测试样品数/片 ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ ５００

镜检烧伤数/片 １８ １６ １７ １６ １７ １７

烧伤比率/％ ３􀆰６ ３􀆰２ ３􀆰４ ３􀆰２ ３􀆰４ ３􀆰４

３．３　ShortingBarTesting静电烧伤验证实验

实验原理:从图２可以发现烧伤现象在于

Source线和 Vcom线间的绝缘层,如果问题的根

源在于ShortingBartesting工序时,测试环境的

静电在测试过程通过测试探针进入液晶面板而烧

伤绝缘层.则通过消除测试环境静电的方法(包
括:把测试环境的湿度提高到７０％、用防静电离

子风机的风对准测试机器探针部位吹、在测试治

具壳体表面加离子棒、测试治具接地)能减低或消

除烧伤 现 象.因 此,设 定 相 同 的 ShortingBar
Testing参数,在不同的测试环境下进行Shorting
Bartesting,一种测试环境没有考虑消除静电,一
种考虑消除静电.分别在两种测试环境下用同一

台测试机对实验样品(各５００片)进行ShortingBar
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Testing,再对测试过的样品进行镜检,如果增加防

静电措施能降低烧伤率,则认为问题的根源之一在

于测试过程的静电烧伤,否则认为与静电无关.
实验样品:与ShortingBarTesting测试参数

电压过高烧伤验证实验一致.

测试参数见图３(a).
实验结果:表３为测试工序后的样品烧伤现

象的镜检结果,由表３可见采取防静电措施静电

烧伤现象几乎消失,可见烧伤现象的根源在于测

试环境的静电击伤.

表３　两种测试环境对产品烧伤现象的影响镜检结果

Tab．３　ResultsofproductdieburnmicroscopicexaminationintheantiＧstaticelectrostaticandinnormalenvironments

厂家 昆山龙腾 上海天马 深超光电

型号 C０６０SWZ１Ｇ１ TM０５０YYSA０１ CD０４０JN１３

测试环境是否采

取防静电措施
一般环境 防静电 一般环境 防静电 一般环境 防静电

测试样品数/片 ５００ ５００ ５００ ５００ ５００ ５００

镜检烧伤数/片 １７ ０ １８ ０ １７ １

烧伤比率/％ ３􀆰４ ０ ３􀆰６ ０ ３􀆰４ ０􀆰２

４　结　　论

(１)增加Source与 Vcom压差没有提高烧伤

概率,可见烧伤现象的根源不在于测试参数电压

过高而烧坏玻璃;

(２)增加限流器没有降低烧伤概率,可见烧伤

现象产生的根源不在于 ShortingBartesting测

试驱动程序启动瞬间电流冲击而烧坏玻璃;
(３)采取防静电措施烧伤现象几乎消失,可见

烧伤现象的根源在于测试环境的静电击伤.采取

相应的防止静措施能消除静电击伤现象.
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平板显示与混合信号集成电路设计研究室

南开大学电光学院平板显示与混合信号集成电路设计研究室成立于２０１３年８月份,隶属于南开大

学,教育部光电信息科学重点实验室,教育部光电子工程中心和光电子薄膜器件与技术天津市重点实验

室.由原来的南开大学光电子薄膜器件与技术研究所硅基微显示课题组和南开大学微电子工程系共同

组成,专业方向为硅基微显示器件、微纳电子器件和数模混合集成电路设计.从１９９８年开始,该研究室

在教育部和天津市科委支持下,在孙钟林先生的带领下,率先在国内开展了 LCoS微显示技术的研究,

２００３年研制成功中国大陆第一枚具有完全自主知识产权的投影用LCoS微显示器模块,天津电视台等

多个国内媒体做过专题报导.２００５年研制成功中国大陆第一枚近眼显示用FSC模式 LCoS微显示器

模块.获授权和公开专利２０余项,发表研究论文２００余篇.目前研究团队有教授２人,副教授６人,讲
师２人,具有博士学位教师８人.

本研究室主要研究方向:LCoS、OLEDoS等硅基微显示器件与系统;视频处理及电路系统设计;微
纳电子器件;射频和数模混合集成电路.研究室拥有微电子器件和集成电路设计、仿真和分析实验设

备,包括SUN８８０服务器,DELLT４１０服务器,曙光 A６５０G塔式服务器,Blade２０００工作站,LeicaINM
２００显微镜和Proscan步进微动台;拥有全定制集成电路前后端设计与仿真的主流 EDA 工具软件和

FilmshopDigitizer版图图像采集软件等.

科技部副部长曹健林参观实验室

　　

天津市委副书记邢元敏和天津市副市长杨栋梁

一起参观实验室

地址:天津市南开区卫津路９４号,南开大学光电子所

邮编:３０００７１
电话:０２２􀆼２３５０５１１９(耿卫东)
邮箱:gengwd＠nankai．edu．cn
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